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Blockierung: A1/A10
Blocking device: A1/A10

Transistoranschliusse

auf Geh3duseboden gesechon

Transistor connections
when viewing the case bottom
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S2-Schalterbelegung
auf Lotseite gesehen
S2-Switch allocation
when wiewing the
soldered side
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Gleich- und Wechselspannungen sind
Richtwerte, gemessen gegen 0 V,

Gleichspannungsmessungen durchgefihrt
mit Multizet 50 000 2/V.

(= Wechselspannungsrichtwerte
ug =50 mV Rq =200 2 Anschl. 6/8
ug= 5V R =300 2 Anschl.24/26
V =40 dB

-

D.c. and a.c. voltages are approx-
imate data, measured against 0 V.

D.c. voltages measured by means
of a Multizet 50.000 2/V

A.c. voltage approximate values

ug =50 mV Rq =200 {2 conn.6/8
ug= 5V R =300 52 conn. 24/26
v =40dB
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